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半導体デバイス、電子デバイス、照明デバイス、基板製造メーカー

目的・課題 解決ポイント

半導体発光素子は、ＧａＮ層も

ｃ軸方向にＧａＮが結晶成長し、
表面がｃ面＜（０００１）面＞と
なっている。半導体発光素子は、
多重量子井戸層でＩｎＧａＮ量子
井戸層に固定電荷に起因する

自発分極に加えて、ＩｎＧａＮ量子
井戸層に加わる圧縮歪により
生じたピエゾ分極が重畳され、
ｃ軸方向に大きな内部分極電場
が発生している。

このため発光効率の低下や注入
電流の増大に伴う発光波長ピー
クのシフトなどの問題がある。

基板表面が基板主面部分とは、
面方位が異なりＧａＮの結晶成長が
可能な結晶成長面部分を有する
サファイア基板を用い、結晶成長面部
分を起点としてＧａＮを結晶成長させ
基板主面部分の法線方向に成長する
ようにＧａＮ層を形成する半導体基板
の製造方法である。
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１１ サファイア基板 １２ 基板表面
１２ａ 基板主面部分 １２ｂ 結晶成長面部分
１３ 結晶成長阻止層 １４ 凹溝
１５ ｕ-ＧａＮ層（半極性面ＧａＮ層）

【サファイア基板の断面図】

無料開放特許

本発明は半導体基板の製法、
並びにそれを用いた
電子デバイスに有用である。


